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Modificando las propiedades
termoeléctricas en nanocintas de siliceno
dopadas
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Luis Rosal . - } o
uis Rosales Investigamos el transporte electronico a través de redes hexagonales [1] de siliceno [2],

dopadas y en presencia de un potencial efectivo generado por los "adatoms" a partir de un
campo eléctrico externo, para esto consideramos una nanocinta en forma “armchair” [3]
Pedro Orellana dividida en tres regiones: dos guias semi-infinitas y un conductor central completamente
dopado donde las impurezas estan ligadas a los sitios en el cristal.
Reducimos el problema a una cadena unidimensional diatdmica usando el modelo de enlace
fuerte [4] para describir el Hamiltoniano del sistema, escribimos las ecuaciones de movimiento
y obtuvimos de forma analitica la probabilidad de transmisiéon en funcion de la energia T(g).
Con este resultado obtenemos las propiedades termoeléctricas del sistema [5] en funcién del
confinamiento geométrico y del campo externo.
Nuestros resultados muestran un aumento del coeficiente Seebeck cuando un campo
eléctrico transversal es aplicado a la regidén del conductor para diferentes temperaturas.
Ademas, se observa una violacién de la ley de Wiedemann-Franz alrededor de la energia de
los "adatom". Nuestros resultados sugieren que las propiedades termoeléctricas de
nanocintas dopadas de silicenos pueden ser modificadas de forma eficiente con
perturbarciones externas.
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